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O bJ etIVOS Félix R. Medina

General

» Implementar un inversor trifasico mediante IGBTS para practicas de electronica de potencia

Especificos

« Establecer informacion acerca de un inversor trifasico mediante IGBTS para obtener una corriente
desfasada.

» Desarrollar la programacion en el microcontrolador para determinar el tiempo y la magnitud de disparo a
los IGBTS.

« Seleccionar los equipos y dispositivos que se utilizaran en la implementacion de un inversor trifasico

» Realizar las pruebas del sistema implementado para garantizar el buen funcionamiento y operatividad.
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Inversores de potencia
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Inversores monofasicos Félix R. Medina
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Inversores trifasicos
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Las técnicas de modulacion Félix R. Medina

‘ Modulacion por un solo ancho de pulso.

Modulacion por ancho de pulsos

‘ multiples.

Modulacion senoidal por el ancho de
pulso.

Modulacion senoidal modificada del ancho de
pulso.
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Modulacién por un solo ancho de pulso Félix R. Medina
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Modulacidn de ancho de pulsos multiples (UPWM) FelixR. Medina

Senal portadora

J ARG
VV VY

° /\/\/\/\/\

[V VVVA

{a) Generacitn da la senal de axcitacion

.-wl

Ya
Vit !
o ‘ l_‘ {‘]_ H . on
= i i
-vit &m — . |

{b} Voltaje de salida

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



Modulacidon senoidal del ancho de pulsos (SPWM)  Félix®. Medina
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Modulacion senoidal modificada de ancho de e
pulsos (MSPWM)
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IGBTS 2MBI 200N- 060 Félix R. Medina
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Aislador de circuitos
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Fotodiodo Fototransistor
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Félix R. Medina
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Optoacoplador 6N-135

C (Vo)
B (Vg)
C (Vo)
E (GND)

Félix R. Medina

Caracteristicas

1. Voltajes de prueba de aislamiento: 5300 VRMS

2. Compatible con TTL

3. Velocidades de bits altas: 1 Mbit /s

4. Alta inmunidad a interferencias de modo comun

5. Ancho de banda 2 MHz

6. Salida de colector abierto

7. Posibilidad de cableado de base externa
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Drivers de disparo de los IR2102 Félix R. Medina

Los IR2101 (S) / IR2102 (S) son de alto voltaje, alta Caracteristicas principales

velocidad controladores de MOSFET e IGBT de 1 (PRI MEMEEY CRTELES T

2. Opera con voltaje del puente inversor de

potencia con canales de salida referenciados del lado
hasta 600V

alto y bajo. Propiedad tecnolégica CMOS inmunes a & (EEErE Wi WEita VILel [pere &l LEEh
superior de larama

HVIC y a pestillos.

T 4. Al generar tierra virtual disminuye el uso de
I | Vec VB [ 8 fuente para cada IGBT superior de la rama.
2 | HIN HO | 7
3 | LIN Vg | 6
4 | COM LO | 5
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Drivers de disparo de los IGBTS Félix R. Medina
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Sistema embebido arduino Félix R. Medina
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Félix R. Medina

“DESARROLLO DEL MODULO INVERSOR
TRIFASICO.




Diagrama de blogques para el inversor trifasico

Félix R. Medina

Regulaodar de 12V
FUENTE DE PODER FIJA e * Selector
——
[
4
Transformacion Rectificacion Filtrodo

Fuente
110VAC

ﬂ

Fuente =1

CIRCLATO DE CONTROL

L Embe.hlda

CIRCLANTO DE POTENCIA +
Neutro Puente iGBTs
: g Ba
|: —
-
o
L &
I|___J_
e I . ﬂﬂ‘_f a4 i
# 1_ -
| -l
'y
Optoacoplador Drivers
— | [ -

HESPE

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



Fuentes de poder fijas e

Transformador Rectificador Filtro Regulador
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Fuentes de poder fijas de 12V — 15V Fel e
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Circuito de control y modulacion

CIRCUITO DE CONTROL SPWM
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Circuito de optoacoplacion Félix R. Medina

CIRCUITO OPTOACOPLADOR LINEA (R)
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Circuito de disparo Félix R. Medina

CIRCUITO DISPARADOR LINEA (R)
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Implementacion del circuito de optoacopl
disparador de IGBT
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Circuito de Potencila Félix R. Medina

Conexidon del IGBT 2MBI 200N - 060 y el driver IR2102
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Circuito de puente de IGBTS Félix R. Medina
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Conexion de puente de IGBTS Félix R. Medina
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Circuito de configuracion neutra

CIRCUITO NEUTRO
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Implementacion del circuito neutro




Modulo inversor trifasico

La estructura del modulo del inversor
trifasicos es realizada con el concepto de
un modulo portatil, en la parte frontal se
encuentran los elementos que son
necesarios para la el monitoreo de
sefiales de manera que permita al

operador tener acceso a lo necesario
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Pruebas de fuentes de alimentacion Félix R. Medina
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Pruebas de circuito de control Félix R. Medina
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Mediciones del circuito de control

. Desfase ciclo positivo Woltaje Desfase ciclo negativo
Sefal de
cantrol : Frecuencia - Tiempo Frecuencia
Tiempo (ms) (Hz) Aplicado (ms) (H2)
R 16,64 ms 60,10 Hz RN 8,32 ms 1202 Hz
RS 5,84 ms 1712 Hz RN 14,16 ms 7062 Hz
FT 11,76 ms 85,03 Hz RN 3,82 ms 284 11 Hz
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Pruebas de circuito de optoacoplacion han

Conexion para realizar las pruebas
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acoplacion  Tiempo (ms) (Hz) Aplicado (ms) (Hz)

F 16,64 ms 60,10 H=z 124 8,32 ms 1202 Hz

RS 2.84 m 1712 H 124 14,16 m 7062 H
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Félix R. Medina

Pruebas de circuito de disparo

Conexion para realizar las pruebas
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R 1864 ms  B0,10 Hz 12 832ms 1202 Hz L : ' e T
RS 584 ms 1712 Hz 12 1416 ms 7062 Hr W S s
HT 11,78 ms 85,03 Hz 124 382 ms 28411 Hz
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Pruebas de circuito de potencia il
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. Desfase ciclo positiva Woltaje Desfase ciclo negativo
Sefial de
control ' Frecuencia . Tiempo Frecuencia
Tiempo (ms) (H1) Aplicado sy (H2)
R 16,64 ms= 60,10 Hz 18 Y 8,32 ms 1202 Hz
RS 5,84 ms 1712 Hz 15V 1416 ms 7062 Hz CH1 10.00v- CHZ 10. 00w~ M 2. 0ms
FT 11,76 ms 85,03 Hz 18 3.52 ms 284 11 Hz
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CONCLUSIONES Félix R. Medina

e Mediante fuentes bibliograficas y proyectos similares, una inversion trifasica es una conversion de
corriente DC a corriente AC, donde el voltaje en AC es proporcional al voltaje aplicado en DC el
mismo que se consigue mediante procesos de modulacion, aislacion y conmutacion con los

elementos de potencia tales como MOSFET's e IGBT's.

e EIl proceso de modulacion SPWM se lo realiza mediante el sistema embebido arduino uno, este
sistema permite ejecutar un codigo de programacion, calculando el tiempo de cada pulso requerido
para el desfase de 120° lo cual es equivalente a 5,55mS de cada una de las lineas trifasicas,

gracias a que posee seis salidas de modulacion en los pines; D4, D5, D7, D8, D9 y D10
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CONCLUSIONES Félix R. Medina

e Para aislar eléctricamente los circuitos de control y de potencia es necesario utilizar optoacopladores
6n135 debido a su construccion interna el cual consta de un diodo emisor infrarrojo, Opticamente
acoplado a un transistor foto detector de alta velocidad, mismo que permite adquirir a la salida senales
con parametros similares a la sefal aplicada en la entrada.

e La conmutacion de los IGBT's es un proceso de activacion y desactivacion precisa dados en un
determinado tiempo y depende de los circuitos disparadores o drivers para lo cual se utilizé el IR2102,
este circuito ofrece las mismas caracteristicas mencionadas anteriormente. Ademas, es compatible

con el elemento de potencia.
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CONCLUSIONES Félix R. Medina

e Para evidenciar la inversion trifasica se utilizé6 un osciloscopio con la finalidad de obtener los

parametros de desfase, amplitud, frecuencia y periodo de las lineas de potencia (R, Sy T).

‘-?—_

@ESPPE
el

\E;/, UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

IIIIIIII on PARA LA EXCELENCIA



RECOMENDACIONES Félix R. Medina

e Previo a la realizacion del médulo de inversion trifasica se debe leer el procedimiento de operacion con
el fin de evitar errores de conexion proporcionado por el Anexo J.

e Se puede utilizar solo una fuente de alimentacion sea de 12VDC o 15VDC debido a su disefio.

e En caso de necesitar una fuente de tension diferente, conectar en los pines de alimentacion al puente
ubicadas en la parte frontal del modulo, ademas es muy importante alimentar con esa misma tension
al puente de IGBT’S

e |Las tomas de senales de control, optoacopladores y drivers de IGBT’s ubicadas en el panel frontal son
unicamente para medicion y monitorizacion de parametros de modulaciéon mediante el osciloscopio,

por lo que no se debe conectar otro circuito o carga externa.

@ ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACION PARA LA EXCELENCIA




RECOMENDACIONES Félix R. Medina

e El mddulo debe ser utilizado Unicamente bajo la supervision de un docente que tenga conocimiento del

funcionamiento del médulo de inversion trifasico.
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